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(57)【要約】
【課題】膜厚バラツキに対する表示特性（輝度、色度）
のロバスト化を実現可能な画像表示装置を提供する。
【解決手段】任意の画素が２特性の画素群（Ａ，Ｂ）で
構成され、画素群（Ａ，Ｂ）の各膜厚は、画素の膜厚変
化に対する発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の
膜厚よりも、一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせで
ある。同時に、画素の膜厚変化に対する色度（ＣＩＥｘ
、ＣＩＥｙ）の少なくとも１成分の色度変化が凸形状を
与える頂点の膜厚よりも、一方が薄く他方が厚い膜厚の
組み合わせである。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射膜と半透明反射膜との間に有機ＥＬ発光層と有機層を挟持し、発光した光を前記反
射膜と前記半透明反射膜との間で干渉させる発光画素を有する画像表示装置において、
　任意の画素が２特性の画素群（Ａ，Ｂ）で構成され、画素群（Ａ，Ｂ）の各膜厚は、画
素の膜厚変化に対する発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の膜厚よりも、一方が薄
く他方が厚い膜厚の組み合わせであり、
　かつ画素の膜厚変化に対する色度（ＣＩＥｘ、ＣＩＥｙ）の少なくとも１成分の色度変
化が凸形状を与える頂点の膜厚よりも、一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせであるこ
とを特徴とする有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置。
【請求項２】
　前記発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の膜厚とは、干渉条件を満たす１種類の
膜厚構成であることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装
置。
【請求項３】
　前記発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の膜厚とは、干渉条件を満たす２種類の
膜厚構成であり、画素の一方はその１種類の膜厚より薄く、画素の他方は他の１種類の膜
厚より厚いことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置。
【請求項４】
　前記２特性の画素群（Ａ，Ｂ）は、平面的にみて１ピクセル毎に市松模様の関係、若し
くはそれに準ずる程度で交互配置されていることを特徴とする請求項２又は３に記載の有
機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置。
【請求項５】
　前記色度（ＣＩＥｘ、ＣＩＥｙ）の少なくとも１成分の色度変化とは、緑色のＣＩＥｙ
の変化であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の有機ＥＬ発光素子
を用いた画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ発光素子が各画素に配置された画像表示装置に関するものであり、
特に、各画素において特定の波長を増強する共振器構造を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ発光素子は、電界を印加することによって陽極から注入された正孔と、陰極か
ら注入された電子の再結合エネルギーによって、有機材料から成る発光層が発光する原理
を利用した自発光素子である。Ｃ．Ｗ．Ｔａｎｇらにより、積層型素子による低電圧駆動
有機ＥＬ発光素子の報告（非特許文献１）がなされて以来、有機材料を構成材料とする有
機ＥＬ発光素子に関する研究が盛んに行われている。
【０００３】
　また、有機ＥＬ発光素子は、自発光による広い視野角や、充分な動画応答性を有してい
ることから、ディスプレイ素子として理想的な特徴を有している。特に、薄く軽量で、耐
衝撃性に優れるため、近年ではモバイル用途向けディスプレイ素子としての技術開発が盛
んである。
【０００４】
　これまでの有機ＥＬ発光素子は、発光色の色純度を向上させ、あるいは光取り出し効率
を高めるために、共振器構造を導入することにより、発光層で発生する光を制御してきた
（特許文献１）。しかし、有機ＥＬ発光素子に共振器構造を設けた場合において、共振器
性能をバラツキなく発揮させるには、光路長すなわち膜厚について非常に高い精度が要求
されてくる。ここで、従来の基本的な共振器構造を説明する。図１５は、従来の基本的な
共振器構造の第１の例を示す模式的断面図である。図１５において、１６０１は基板、１
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６０２は第１電極（反射膜）、１６０３はバッファ層、１６０４は正孔輸送層、１６０５
は有機発光層、１６０６は半透明反射層（半透明反射膜）である。また図１５において、
１６０７は第２電極、１６０８は発光位置、１６０９は共振部の光学的距離Ｌを示す。
【０００５】
　図１５に示すように、従来の共振器構造は、半透明反射層（半透明反射膜）１６０６と
第１電極（反射膜）１６０２の間に有機発光層１６０５が挟持されている。そして、半透
明反射層（半透明反射膜）１６０６から第１電極（反射膜）１６０２までの共振部の光学
的距離Ｌ１６０９を制御するようになっている。共振条件を満たし、かつ通常用いられる
程度のＬを膜厚に換算すると、凡そ数１０ｎｍ乃至数１００ｎｍであり非常に薄い。しか
も各画素に有機ＥＬ発光素子を用いて画像表示装置を構成した際、色純度や光取り出し効
率の面内バラツキを考慮するならば、画像表示の全領域において許容できる膜厚バラツキ
は極僅かになることが容易に推測される。
【０００６】
　これらの技術課題における対策としては、成膜時の膜厚バラツキを減らすことが重要か
つ必要であることはいうまでもない。ただし、発光輝度に関しては、膜厚バラツキの影響
を受けたとしても駆動で補正することが可能である。しかし、各画素の入力電力に対する
輝度情報を読み取り、用意したメモリに修正データテーブルをストアする必要があり、新
たな工程／部材が増えてコスト高になるデメリットはある。
【０００７】
　これらの技術課題に対して１つの画素内で共振器長が異なる領域を有する構造、若しく
は隣接する画素間において共振器長が異なる構造が提案されている（特許文献２）。図１
６は、従来の基本的な共振器構造の第２の例を示す模式的断面図である。図１６において
、１７０１は画素、１７０２は隣接画素、１７０３は基板、１７０４は反射電極、１７０
５は透明電極２、１７０６は透明電極１、１７０７は複数の有機層を示す。また、１７０
８は第２電極、１７０９は接着層、１７１０はカラーフィルター、１７１１は封止基板、
１７１２は保護膜を示す。また、１７１３乃至１７１８は、ＲＧＢ画素それぞれの膜厚を
示す。図１６に示す例では、２種類の共振器長として、以下に示すＬ１、Ｌ２が、ＲＧＢ
画素の各膜厚構成として夫々設定される。
　Ｌ１＝Ｌａｖｅ＋ΔＬ、　Ｌ２＝Ｌａｖｅ－ΔＬ、　（２・Ｌａｖｅ）／λ＋Φ／（２
π）＝ｍ
【０００８】
　ただし、
　Ｌａｖｅ　：光学的距離Ｌ１と光学的距離Ｌ２との平均光学的距離
　Φ　：反射電極で生じる反射光の位相シフトΦ１と第２電極で生じる反射光の位相シフ
トΦ２との和（Φ＝Φ１＋Φ２）（ｒａｄ）
　λ　：第２電極側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長
　ｍ　：Ｌａｖｅが正となる整数
【０００９】
　このように、干渉ピーク波長から同程度に前後にずらした２ピークを平均ピークとして
用いることで、膜厚バラツキに対するピーク変化が緩和される。その結果として、若干の
膜厚バラツキがあったとしても、発光特性の一部についてロバスト性を確保することが可
能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第０１／３９５５４号公報
【特許文献２】特開２００７－２３４５８１号公報
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｃ．Ｗ．Ｔａｎｇ、Ｓ．Ａ．Ｖａｎｓｌｙｋｅ、Ａｐｐｌｉｅｄ　　Ｐ
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ｈｙｓｉｃｓ　　Ｌｅｔｔｅｒｓ、５１巻、９１３頁、１９８７年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したように、共振器構造を有する有機ＥＬ発光素子を画素として用いた画像表示装
置においては、成膜時における膜厚バラツキが無視できず表示特性にバラツキが発生して
しまう。
【００１３】
　例えば、特許文献１に示す共振器構造を有する有機ＥＬ発光素子を、画素として用いた
画像表示装置においては、成膜工程において存在する膜厚ムラが画像表示領域における表
示特性ムラになることが予想される。
【００１４】
　この課題を改善するため、特許文献２では、干渉条件を満たす素子膜厚Ｌから±ΔＬず
らした素子膜厚を有する２種の発光素子を組み合わせて用いている。こうすることにより
、膜厚ムラに対する干渉特性を平均化することができ、表示特性ムラを抑えることが可能
となる。ただし、干渉条件を満たす極値の前後は輝度変化が大きく、その干渉特性に追随
して色度変化も大きくなる。このように、干渉条件のみに着目すると、色度変化に対する
表示ムラを抑えられない場合がある。
【００１５】
　本発明は、上述した課題について、膜厚バラツキに対する表示特性（輝度、色度）のロ
バスト化を実現する構成を提示すると共に、このような構成を用いた画像表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置は、上述した目的を達成するため、以
下の特徴点を備えている。すなわち、本発明の有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置は
、反射膜と半透明反射膜との間に有機ＥＬ発光層と有機層を挟持し、発光した光を反射膜
と半透明反射膜の間で干渉させるものである。そして、任意の画素が２特性の画素群（Ａ
、Ｂ）で構成され、画素群（Ａ、Ｂ）の各膜厚は、画素の膜厚変化に対する発光輝度の強
度変化が凸形状を与える頂点の膜厚よりも、一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせとな
っている。これに加えて各画素群（Ａ、Ｂ）の膜厚は、画素の膜厚変化に対する色度（Ｃ
ＩＥｘ、ＣＩＥｙ）の少なくとも１成分の色度変化が、凸形状を与える頂点の膜厚よりも
一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせとなっている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置によれば、隣接する同色画素間に相補
的な効果を持たせることで、成膜時の膜厚バラツキが表示特性に及ぼす影響を緩和するこ
とが可能となる。このため、有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置の歩留まりが向上し
、低コスト化に大いに貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例１に係る有機ＥＬ発光素子の画素断面図。
【図２】本発明の実施例１に係る有機ＥＬ発光素子の配置図。
【図３】本発明の実施例１に係る有機ＥＬ発光素子におけるＲｅｆ．、画素Ａ、画素Ｂの
発光特性図。
【図４】有機ＥＬ発光素子を駆動するアクティブマトリックス回路の例を示す回路図。
【図５】有機ＥＬ発光素子の画素断面図。
【図６】表示領域に存在する膜厚バラツキの説明図（（ａ）は断面、（ｂ）は上面）。
【図７】膜厚変化時の画素Ａ及び画素Ｂの相関例１の説明図（（ａ）は膜厚増加、（ｂ）
は膜厚減少）。
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【図８】本発明を適用した際の表示領域に存在する膜厚バラツキ例の説明図。
【図９】膜厚変化時の画素Ａ及び画素Ｂの相関例２の説明図（（ａ）は膜厚増加、（ｂ）
は膜厚減少）。
【図１０】２つの画素膜厚に対する等高線グラフ。
【図１１】異なる極値に対して画素Ａと画素Ｂを設定した際の画素膜厚に対する等高線グ
ラフ。
【図１２】画素群Ａ及び画素群Ｂの平面配置例の説明図（ストライプ配列）。
【図１３】画素群Ａ及び画素群Ｂの平面配置例の説明図（デルタ配列）。
【図１４】本発明の実施形態で用いた有機材料の化学構造式の説明図。
【図１５】従来例１の画素断面図。
【図１６】従来例２の画素断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施形態に係る有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置は、発光画素を有して
いる。発光画素とは、反射膜（反射電極）と半透明反射膜（透明電極）との間に有機ＥＬ
発光層と有機層を挟持し、発光した光を反射膜と半透明反射膜との間で干渉させるように
なっている画素をいう（図５参照）。そして、任意の画素が２特性の画素群で構成され、
画素群の各膜厚は、画素の膜厚変化に対する発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の
膜厚よりも、一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせとなっている。同時に、画素の膜厚
変化に対する色度（ＣＩＥｘ、ＣＩＥｙ）の少なくとも１成分の色度変化が、凸形状を与
える頂点の膜厚よりも一方が薄く他方が厚い膜厚の組み合わせとなっている。
【００２０】
　ここで、発光輝度の強度変化が凸形状を与える頂点の膜厚とは、干渉条件を満たす１種
類の膜厚構成でもよいし、若しくは干渉条件を満たし膜厚の異なる２種類の膜厚構成でも
よい。また、２特性の画素群は、平面的にみて１ピクセル毎に市松模様の関係、若しくは
それに準ずる程度で交互配置されていることが好ましい。また、色度（ＣＩＥｘ、ＣＩＥ
ｙ）の少なくとも１つの色度変化とは、緑色画素のＣＩＥｙ変化であることが好ましい。
詳細については後述する。
【００２１】
　ところで、有機ＥＬ発光素子を用いて、文字や絵を表示するためには、素子をマトリッ
クス状に配置して表示装置の形態とすることが必要となる。有機ＥＬ発光素子をマトリッ
クス状に配置する方式としては、いわゆるＸＹ単純マトリックス型で時分割のデューティ
駆動をさせる方式と、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）などのアクティブ素子を画素毎に配置
したアクティブ駆動方式とが一般的である。単純マトリックス方式は、十分な輝度を得る
ために素子に大きな電流を流す必要があるため耐久性の面で不利となる。現在、実用に最
も近いのはアクティブ駆動型と考えられているが、本発明はアクティブ駆動型に限定され
るものではない。
【００２２】
　以下、図面を参照して、本発明に係る有機ＥＬ発光素子を用いた画像表示装置の実施形
態を説明する。なお、以下の説明では、画素及び画素群に同一の符号を付して説明する場
合がある。
【００２３】
　図４は、本発明の実施形態に係る画像表示装置、例えば、アクティブマトリックス型画
像表示装置の構成例を示す回路図である。図４に示す例では、画素回路５０１がマトリッ
クス状に多数配置されて表示領域を構成している。ここでは、図面の簡略化のために、ｉ
行乃至ｉ＋１行、ｉ列乃至ｉ＋１列の２行２列分の画素配列を例にとって示している。こ
の表示領域には、画素回路５０１の各々に対して、走査信号Ｙ（ｉ）乃至Ｙ（ｉ＋１）が
順に与えられる。これによって、各画素５０６を行単位で選択する走査線５０２と、各画
素に画像データ、例えば輝度データＸ（ｉ）乃至Ｘ（ｉ＋１）を供給する信号線５０３と
が配線されている。以下の説明では、画素回路５０１として、ｉ行ｉ列の画素（ｉ，ｉ）



(6) JP 2010-281953 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

を例にとって説明する。ただし、他画素の画素回路５０１についても、全く同じ回路構成
となっている。なお、画素回路としては、この回路例に限定されるものではない。
【００２４】
　この画素回路５０１は、画素を選択するための選択素子部５０７と、駆動素子部５０８
のゲート電圧を維持するための保持容量部５１０と、有機ＥＬ発光素子５０９を駆動する
ための駆動素子部５０８とを有する構成となっている。なお選択素子部５０７と駆動素子
部５０８とを合わせて画素トランジスタと呼ぶ。そして、輝度データが信号線５０３から
電圧の形で与えられ、有機ＥＬ発光素子５０９にはデータ電圧に応じた電流が流れるよう
になっている。
【００２５】
　具体的な接続関係として、有機ＥＬ発光素子５０９は、その陽極が電源線５０４（電源
電圧Ｖｄｄ）に接続されている。駆動素子部５０８は、有機ＥＬ発光素子５０９の陰極と
グランド線５０５との間に接続されている。保持容量部５１０は、駆動素子部５０８のゲ
ートとグランド線５０５との間に接続されている。選択素子部５０７は、信号線５０３と
駆動素子部５０８のゲートとの間に接続され、そのゲートが走査線５０２に接続されてい
る。選択素子部５０７と駆動素子部５０８は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で構成され、
必要電流量やサブピクセルサイズにより、アモルファスシリコン半導体、ポリシリコン半
導体、低温ポリシリコン半導体、透明酸化物半導体を選択することが可能である。
【００２６】
　以下、注目画素（群）を画素（群）Ａ、その近傍の同色画素（群）を画素（群）Ｂと定
義する。また、以下の説明では、画素若しくは画素群の表現は内容に応じて適宜使い分け
る。また、画素膜厚とは、図５に示すように有機ＥＬ発光素子内で発光した光が素子内部
で多重干渉・反射するために必要となる界面間の画素膜厚６０７を意味する。図５は、有
機ＥＬ発光素子の画素断面図である。なお、図５において、６０１は基板、６０２は反射
電極、６０３は有機層、６０４は発光層、６０５は透明電極、６０６は空気界面、６０７
は画素膜厚をそれぞれ示す。
【００２７】
　この有機ＥＬ発光素子では、画素膜厚６０７を２つ（ｎ次で共振する画素膜厚１、ｎ＋
１次で共振する画素膜厚２）含んでいるが、以下の原理説明部においては画素膜厚を１つ
とする。
【００２８】
　また、異なる色で発光する素子の発光効率を比較するための指標として、「輝度／ＣＩ
Ｅｙ」を定義する。ＣＩＥｙは、ＣＩＥ１９３１標準表色系で定義されているｘｙ色度図
におけるｙ値である。輝度が刺激値Ｙと一致するようにとれば、ｙ＝Ｙ／（Ｘ＋Ｙ＋Ｚ）
より、「輝度／ＣＩＥｙ」は３刺激値和となる。「輝度／ＣＩＥｙ」は、同じ輝度で発光
する素子においてＣＩＥｙが異なると、その分だけ駆動電力が異なることを意味する。す
なわち、「輝度／ＣＩＥｙ」値が高いほど、相対的に発光効率は高くなり、同輝度を発光
するための駆動電力は相対的に少なくなる。実際にデバイスを制御する際は、電力を制御
するので、「輝度／ＣＩＥｙ」で考えることは便利である。以下、説明に応じて、輝度、
輝度／ＣＩＥｙを使い分ける。色度表現としてはＣＩＥ－ＸＹＺ表色系のｘｙ色度図が多
く用いられるが、目的に応じてＣＩＥＬＵＶ空間、ＣＩＥＬＡＢ空間などで表現しても構
わない。
【００２９】
　図６は、画像表示装置の表示領域において、有機ＥＬ発光素子の膜厚バラツキの発生例
を説明する説明図であり、図６（ａ）は断面図、図６（ｂ）は上面図である。図６におい
て、７０１は画素Ａ、７０２は画素Ｂ、７０３は膜厚変動（膜厚バラツキ）、７０４は目
標膜厚、７０５は表示領域、７０６は等価膜厚線をそれぞれ示す。
【００３０】
　基板へ有機層を成膜するには、原料の有機材料を金属製坩堝に配置し、真空チャンバー
内において坩堝を加熱し、有機材料を昇華・蒸発させる手法が一般的である。この成膜手
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法は、蒸発源と基板の距離が近いほど膜厚が厚く、距離が遠いほど膜厚が薄くなる傾向に
ある。この現象は蒸発の指向性、及び蒸発材料の拡散距離に依存したものであり、再現性
は比較的高い。そのため、蒸着源が基板中心に位置している場合は、図６（ａ）、図６（
ｂ）に示すような膜厚バラツキを生じやすい。
【００３１】
　また、無機膜の電極層などは、スパッタ成膜による手法が一般的である。例えば、ＲＦ
対向スパッタ成膜の場合は、プラズマ密度の分布が成膜バラツキに強い相関がある。プラ
ズマ密度の分布は装置構成に依存するものであり、これについての再現性も比較的高い。
スパッタ成膜は、真空加熱蒸着に比べて膜厚バラツキが少ないものの、領域全体で±３乃
至±５％以内というのが一般的である。
【００３２】
　図６（ａ）から明らかなように、隣接する画素Ａ、画素Ｂでの画素膜厚の差は小さいの
で、それによる発光特性の差は問題となりにくい。問題となるのは、表示領域スケールで
存在する緩やかな膜厚バラツキである。特に、有機ＥＬ発光素子に共振器構成を用いてい
る場合、面内の平均膜厚±５％レベルの膜厚バラツキがあれば、輝度特性、色度特性の変
化として充分認識される。
【００３３】
　図７は、膜厚バラツキに対して輝度をロバスト化する場合を示すもので、膜厚変化時の
画素Ａ及び画素Ｂの相関例１の説明図である。図７において、８０１は画素Ａ、８０２は
画素Ｂ、８０３は画素Ａ’、８０４は画素Ｂ’、８０５は極大値、８０６は画素Ａ’’、
８０７は画素Ｂ’’をそれぞれ示す。
【００３４】
　まず、輝度をロバスト化したい場合は、膜厚変化に対し輝度が相補的に変化するように
、画素群Ａ８０１と画素群Ｂ８０２の画素膜厚を構成する。ここで、相補的に変化すると
は、例えば画素膜厚が増加（減少）した場合に、画素Ａ８０１の輝度は増加（減少）し、
画素Ａ’８０３（Ａ’’８０６）へ特性が変化することを意味する。また、画素Ｂ８０２
の輝度は減少（増加）し、画素Ｂ’８０４（Ｂ’’８０７）へ特性が変化することを意味
する。画素膜厚が増加／減少しようとも、画素Ａ８０１と画素Ｂ８０２がこのような関係
を維持して変化すれば、画素Ａ８０１と画素Ｂ８０２の平均的な輝度特性は、膜厚変化に
対して変化が小さい、所謂ロバスト化されたものとなる。すなわち、画素群Ａ８０１と画
素群Ｂ８０２の輝度が相補特性を有するには、画素膜厚の変化に対する輝度の変化が、画
素群Ａ８０１と画素群Ｂ８０２とで、どちらか一方は増加し、一方は減少することが必要
である。
【００３５】
　このような画素群Ａと画素群Ｂの関係を実現するには、図８に示すような画素膜厚の変
化をする２つの組み合わせが必要である。図８は、本発明を適用した際の表示領域に存在
する膜厚バラツキ例の説明図である。図８において、９０１は画素Ａ、９０２は画素Ｂ、
９０３は画素Ａ’、９０４は画素Ｂ’、９０５は画素Ａ’’、９０６は画素Ｂ’’、９０
７及び９０８は膜厚変動（膜厚バラツキ）、９０９は輝度の極大値近傍を与える画素膜厚
をそれぞれ示す。
【００３６】
　画素Ａ９０１と画素Ｂ９０２の膜厚バラツキ（９０７、９０８）を略相似とするには、
同じ成膜工程で成膜量が異なるように調整すればよい。膜厚バラツキ（９０７、９０８）
が略相似であるため、表示領域内における注目画素（画素Ａ９０１）の位置が移動しても
、画素群Ａ９０１と画素群Ｂ９０２の画素膜厚の差は略一定となる。そして、輝度の極大
値を、画素Ａ９０１と画素Ｂ９０２で挟むよう夫々の画素膜厚を決定すれば、相補機能を
持つ画素Ａ９０１と画素Ｂ９０２の組み合わせを実現できる。
【００３７】
　しかし、現実には輝度だけではなく、輝度及び色度の双方についてロバスト性を考慮す
べきである。図９を用いて、膜厚バラツキに対して輝度及び色度をロバスト化する場合に
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ついて説明する。図９は、膜厚変化時の画素Ａ及び画素Ｂの相関例２の説明図である。図
９において、１００１は画素Ａ、１００２は画素Ｂ、１００３は画素Ａ’、１００４は画
素Ｂ’、１００５は極大値、１００６は目標色度、１００７は画素Ａ’’、１００８は画
素Ｂ’’をそれぞれ示す。
【００３８】
　例えば、画素膜厚に対する色度座標のグラフを書いたときに、目標色度１００６が鋭い
極大形状である場合を想定する。この場合は、緩やかに輝度が変化する領域を用いて、目
標色度１００６の極大値を挟み込むように画素（群）Ａ１００１、画素（群）Ｂ１００２
を設定する。緩やかに輝度が変化する領域を選択するために、干渉輝度最大を与える構成
の膜厚付近は避ける。
【００３９】
　すると、画素膜厚が増加・減少しても、画素Ａ１００１と画素Ｂ１００２による平均輝
度は略一定で、画素Ａ１００１とＢ１００２のどちらか一方は目標色度１００６に近づく
ことになる。このように画素Ａ１００１、画素Ｂ１００２を設定することで、膜厚バラツ
キに対する色度バラツキを減少することができる。この場合において、画素群Ａ１００１
と画素群Ｂ１００２の色度が相補特性を有するには、画素膜厚の変化に対する色度座標の
変化が、画素群Ａ１００１と画素群Ｂ１００２とで、どちらか一方は増加し、一方は減少
することが必要である。
【００４０】
　本説明では、画素膜厚が１つの場合を説明したが、実際には２つ以上の画素膜厚（共振
器構成）を含む素子構成が多い。その際は、画素膜厚を例えば２軸にとり、図１０に示す
ような輝度と色度に関する等高線グラフを作成するなどして相補特性を満たす画素群の組
み合わせを考える。ここで、輝度の等高線グラフにおいて１つの凸形状を与える場合を、
１つの干渉条件を満たすと考える。この条件を実現するには、凸形状の頂点を与える画素
膜厚１及び画素膜厚２の膜厚を満たす素子構成が必要となる。
【００４１】
　図１０は、色度の目標座標が極大値である場合において、膜厚バラツキに対して輝度、
色度をロバスト化した場合の一例を示すものであり、２つの画素膜厚に対する等高線グラ
フである。図１０において、１１０１は画素Ａ、１１０２は画素Ｂ、１１０３は輝度の極
大値、１１０４は目標色度、１１０５は輝度の等高線グラフ、１１０６は色度の等高線グ
ラフをそれぞれ示す。
【００４２】
　画素Ａ１１０１、画素Ｂ１１０２は、極大形状を与える目標色度１１０４を挟み込み、
かつ、膜厚変化に対して輝度が緩やかに相補的に変化する膜厚構成に設定している。必ず
しも輝度最大を与える頂点１１０３をはさむ必要はないが、輝度の変化が凸となる両端部
に画素Ａ、画素Ｂを設定することが必要である。このようにすることで膜厚バラツキに対
して、輝度変化を抑えつつ色度変化も補正することが可能となる。
【００４３】
　また、画素Ａ１１０１と画素Ｂ１１０２を、異なる２つの極大値（凸形状の頂点）に対
して夫々設定することも可能である。ここで、輝度の等高線グラフ１１０５において、２
つの凸形状を与える場合を、２つの干渉条件と考える。「画素膜厚１、画素膜厚２」の個
別の干渉次数として、「ａ、ｂ」と「ａ、ｂ＋１」の２つ、若しくは「ａ、ｂ」と「ａ＋
１、ｂ」の２つのような条件を意味する。
【００４４】
　例えば、図１１は、画素膜厚１を固定して、画素膜厚２を厚くし画素膜厚２に関する干
渉次数を＋１増し、２つの極大値を考慮したもので、異なる極値に対して画素Ａと画素Ｂ
を設定した際の画素膜厚に対する等高線グラフである。図１１において、１２０１は画素
Ａ、１２０２は画素Ｂ、１２０３は輝度の極大値、１２０４は目標色度、１２０５は輝度
の等高線グラフ、１２０６は色度の等高線グラフをそれぞれ示す。
【００４５】
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　「画素膜厚１、画素膜厚２」の個別の干渉次数としては、「ａ、ｂ」と「ａ、ｂ＋１」
の２つに相当する。この場合は、画素Ａ１２０１を干渉次数（ａ、ｂ）頂点の膜厚構成よ
り薄い側、画素Ｂ１２０２を干渉次数（ａ、ｂ＋１）頂点の膜厚構成より厚い側に設定す
る。このような構成を選択する理由としては、画素膜厚２（画素膜厚１を除く）に陰極が
含まれ、陰極厚さを増やすことによる配線抵抗を低下できる場合が考えられる。先程と同
様に画素Ａと画素Ｂは輝度最大を与える頂点１２０３をはさむ必要はないが、輝度の変化
が凸となる両端部に画素Ａ、画素Ｂを設定することは必要である。
【００４６】
　本発明の画像表示装置における画素群Ａと画素群Ｂの配置については、平面的にみて１
ピクセル毎に隣接配置されていることが好ましい。交互に隣接配置することで、画素群Ａ
と画素群Ｂの特性を効果的に平均化することができる。例えば、ピクセル配置がストライ
プ配置の場合は、図１２に示すような市松模様に配置すれば、画素群Ａと画素群Ｂを交互
に隣接した配置が可能である。図１２は、画素群Ａ及び画素群Ｂの平面配置例の説明図で
ある。図１２において、１３０１はＲｅｄ＿画素Ａ、１３０２はＧｒｅｅｎ＿画素Ａ、１
３０３はＢｌｕｅ＿画素Ａ、１３０４はＲｅｄ＿画素Ｂ、１３０５はＧｒｅｅｎ＿画素Ｂ
、１３０６はＢｌｕｅ＿画素Ｂをそれぞれ示す。
【００４７】
　また、現在、ストライプ配置以外にも様々なピクセル配置が考えられているが、市松模
様に準ずるよう略交互に隣接配置すれば問題ない。例えば、図１３にデルタ配置における
画素群Ａと画素群Ｂの配置例を示す。図１３は、画素群Ａ及び画素群Ｂの平面配置例の説
明図である。図１３において、１４０１はＲｅｄ＿画素Ａ、１４０２はＧｒｅｅｎ＿画素
Ａ、１４０３はＢｌｕｅ＿画素Ａ、１４０４はＲｅｄ＿画素Ｂ、１４０５はＧｒｅｅｎ＿
画素Ｂ、１４０６はＢｌｕｅ＿画素Ｂをそれぞれ示す。
【００４８】
　本発明の画像表示装置は、人の視認限界以上の高解像度な画素形態で実施されることが
望ましい。そうすれば、画素群Ａと画素群Ｂの夫々が相補変化する様子は区別認識できず
、実質的に画素群Ａと画素群Ｂで平均化された発光特性が認識されるはずである。実際に
どの程度の解像度にするかは、アプリケーション仕様により決定されるべきだが、例えば
対角３“パネルサイズならば１００乃至１５０ｐｐｉ以上の解像度があることが好ましい
。
【００４９】
　本発明の画像表示装置における画素群Ａと画素群Ｂは、有機ＥＬ発光素子を構成する少
なくとも１層以上の膜厚が夫々異なるものとする。どの層を変化させ相補的に機能させる
かは、プロセス条件、タクト、コストなど、その他要件も考慮して決める。
【００５０】
　表示領域の全色に対して、本発明を適用する必要はなく、特定の１色に対して本発明を
適用しても構わない。例えば、最も視感度の高い緑色のみに適用することは、プロセスコ
ストを考慮すると非常に効果的である。
【００５１】
　加えて、表示領域全体において本発明の効果を発揮させることが望ましいが、素子構成
から決まる「輝度、色度」の特性、並びに画素群Ａと画素群Ｂの設定膜厚の関係から完全
に実現できない場合もありうる。しかし、本発明を適用しない場合に比較して、如何に表
示領域全体での特性効率を落とさずに特性バラツキを抑えられるかは、あくまでチューニ
ング作業の範疇である。
【００５２】
　次に、本発明の実施形態に係る画像表示装置、特に表示パネル部について説明する。基
板に対する光取り出し方向の違いから、デバイス構成は大きく２種類（ボトムエミッショ
ン、トップエミッション）に分別される。ボトムエミッション構成の場合は、基板を透過
して光を取り出すために、ガラス基板、透明電極、有機ＥＬ発光素子、反射電極という順
で設けられているのが一般的である。また、トップエミッション構成の場合は、基板の反
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対側へ光を取り出すために、ガラス基板、反射電極、有機ＥＬ発光素子、透明電極という
順で設けられているのが一般的である。ボトムエミッション構成、トップエミッション構
成の夫々に長所、短所があり、アプリケーションに応じて適切に構成を選択する。反射電
極は、金属膜、若しくは透明電極と金属膜を併用した組み合わせでも問題なく、設計仕様
を満たすように適宜選択することが可能である。そして、有機ＥＬ発光素子の大気接触側
には、吸湿材を内部に配したガラスキャップ、若しくは充分な防湿機能を有する封止膜が
設置され、デバイスの雰囲気安定性を確保する。
【００５３】
　これらの構成要素について、さらに詳細に説明する。有機ＥＬ発光素子を形成する基板
としては、ガラス、Ｓｉウエハ、アルミナなどのセラミック、透明樹脂、ステンレスに絶
縁膜を付けたものなど基板が用いられる。ボトムエミッション構成では、光透過性のよい
部材を使用する。基板上には、素子駆動用の配線、トランジスタ部、駆動素子部のトラン
ジスタのゲート電圧を保持するための保持容量部、上記電子デバイスを各々導通させるた
めの配線がホトリソ工程により形成・配置されている。なお、素子駆動用の配線は、電源
線、信号線、選択線、グランド線からなり、トランジスタ部は、駆動素子部、選択素子部
からなる。
【００５４】
　有機ＥＬ発光素子における電極として、陽極は、正孔を正孔輸送層に注入する役割を担
うものであり、４．５ｅＶ以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いら
れる陽極材料は特に限定されるものではないが、例えば、酸化インジウム錫合金（ＩＴＯ
）、酸化インジウム、酸化亜鉛系等の酸化物透明電極材料を用いることができる。
【００５５】
　また、陰極としては、電子輸送帯又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さ
い材料が好ましい。陰極材料は特に限定されない。具体的にはインジウム、アルミニウム
、マグネシウム、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、ア
ルミニウム－リチウム合金、アルミニウム－スカンジウム－リチウム合金、マグネシウム
－銀合金、並びにこれらの混合物等を使用できる。ここで、これらの電極は、陽極、陰極
のうち何れかの電極が可視光の領域において透明で、もう一方の電極が高反射率を有する
ものとする。また、これらの電極の厚さは、電極として本来の機能を果たす厚さであれば
特に限定されることはないが、好ましくは０．０２μｍ乃至２μｍの範囲である。
【００５６】
　本発明における有機ＥＬ発光部の素子構造は、上記電極間に有機層を１層あるいは２層
以上積層した構造であり、特にその構造に制約を受けない。例として、次の５つを挙げる
ことができる。
（１）陽極、発光層、陰極
（２）陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、陰極
（３）陽極、正孔輸送層、発光層、陰極
（４）陽極、発光層、電子輸送層、陰極
（５）陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、陰極
【００５７】
　正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層に用いられる有機化合物は
、低分子材料、高分子材料若しくはその両方により構成され、特に限定されるものではな
い。さらに、必要に応じて無機化合物を用いてもよい。
【００５８】
　以下に、これらの化合物例を挙げる。
【００５９】
　正孔輸送性材料としては、陽極からの正孔の注入を容易にし、また注入された正孔を発
光層に輸送するに優れた移動度を有することが好ましい。正孔注入輸送性能を有する低分
子及び高分子系材料としては、次のものが用いられる。例えば、トリアリールアミン誘導
体、フェニレンジアミン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダ
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ゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、オキサゾール誘導体、フルオレノ
ン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン
誘導体、及びポリ（ビニルカルバゾール）、ポリ（シリレン）、ポリ（チオフェン）、そ
の他導電性高分子が挙げられる。もちろん、これらに限定されるものではない。
【００６０】
　発光材料としては、発光効率の高い蛍光材料や燐光材料が用いられる。本発明に用いら
れる発光材料は特に限定されず、通常発光材料として使用されている化合物であれば何を
使用してもよい。例えば、トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）や
ビスジフェニルビニルビフェニル（ＢＤＰＶＢｉ）、１，３－ビス（ｐ－ｔ－ブチルフェ
ニル－１，３，４－オキサジアゾールイル）フェニル（ＯＸＤ－７）、Ｎ，Ｎ’－ビス（
２，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペリレンテトラカルボン酸ジイミド（ＢＰＰＣ）、１
，４ビス（ｐ－トリル－ｐ－メチルスチリルフェニルアミノ）ナフタレンなどである。
【００６１】
　電子輸送性材料としては、注入された電子を発光層に輸送する機能を有するものから任
意に選ぶことができ、正孔輸送材料のキャリア移動度とのバランス等を考慮し選択される
。電子注入輸送性能を有する材料としては、次のものが用いられる。例えば、オキサジア
ゾール誘導体、オキサゾール誘導体、チアゾール誘導体、チアジアゾール誘導体、ピラジ
ン誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、
キノキサリン誘導体、フルオレノン誘導体、アントロン誘導体、フェナントロリン誘導体
、有機金属錯体等が挙げられる。もちろん、これらに限定されるものではない。
【００６２】
　正孔注入材料としては、ＭｏＯ3，ＷＯ3，Ｖ2Ｏ5等の遷移金属酸化物や、銅フタロシア
ニン（Ｃｕｐｃ）等が挙げられる。
【００６３】
　また、電子注入材料としては、アルカリ金属やアルカリ土類金属、若しくはその化合物
等が挙げられ、前述した電子輸送性材料に、０．１％以上数十％以下含有させることによ
り、電子注入性を付与することができる。電子注入層は、必要不可欠な層ではないが、こ
の後に、透明陰極を形成する際の成膜時に受けるダメージを考慮すると、良好な電子注入
性を確保するために１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下程度挿入した方が好ましい。
【００６４】
　また、陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、陰極の製造
方法としては、一般に真空蒸着法、イオン化蒸着法、スパッタリング、プラズマにより形
成する方法がある。また、適当な溶媒に溶解させて、公知の塗布法（例えば、スピンコー
ティング、ディッピング、キャスト法、ＬＢ法、インクジェット法等）により形成するこ
ともできる。ただし、本発明を適用するには、表示領域内に発生する膜厚バラツキ、膜厚
を正確に把握していることが必要である。加えて、膜厚バラツキ、膜厚値の再現性が得ら
れる場合においてのみ、成膜手法を自由に選択することができる。
【００６５】
　陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、陰極の成膜が終わ
った後に、酸素や水分等との接触を防止する目的で保護層が設けられる。保護層としては
、窒化シリコン、窒化酸化シリコン等の金属窒化物膜や、酸化タンタル等の金属酸化物膜
、ダイヤモンド薄膜を挙げることができる。また、フッ素樹脂、ポリパラキシレン、ポリ
エチレン、シリコン樹脂、ポリスチレン樹脂等の高分子膜、さらには、光硬化性樹脂等を
用いてもよい。トップエミッション構成の場合は、光取り出し側の透明陰極上に保護層が
形成されるので、透湿度／透明度の仕様を満たす必要がある。
【００６６】
　また、ガラス、気体不透過性フィルム、金属などをカバーし、適当な封止樹脂により素
子自体をパッケージングすることもできる。また、防湿性を高めるために、保護層内に吸
湿材を含有させてもよい。
【実施例】
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【００６７】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもの
ではない。また、画像表示装置における画素領域を取り上げて詳細に説明するが、他の画
素領域部についても同様である。
【００６８】
　有機ＥＬ発光素子の同色画素の構成膜厚を１つの設計値に固定して成膜したものをリフ
ァレンス（以下、Ｒｅｆ．と記す）とし、Ｒｅｆ．を相補するために設定した２つの画素
を画素Ａ、画素Ｂとする。
【００６９】
　＜実施例１＞
　実施例１では、緑色のみの発光素子を用いた画像表示装置において、膜厚バラツキに対
する輝度、色度のロバスト化を達成した。
【００７０】
　図１に、本発明を適用した画像表示装置における有機ＥＬ発光素子の断面図を示す。ま
た、下記表１に、本実施例で用いたＲｅｆ．、画素群Ａ、画素群Ｂについての膜厚構成を
示す。画素膜厚１の領域では正孔輸送層１０６、画素膜厚２の領域では陰極層１１０の膜
厚を変更することで、画素Ａ１０１、画素Ｂ１０２を設定した。図３の光学シミュレーシ
ョンによる相対輝度の等高線グラフ中に、Ｒｅｆ．、画素群Ａ、画素群Ｂの設定膜厚の関
係を示す。
【００７１】
　画素配置としては、図２に示すような１画素サイズ６０μｍ×９０μｍ、画素間部４０
μｍ、６４０×４８０画素で、緑色１色のみの表示装置を作製した。画素Ａ２０１と画素
Ｂ２０２を１ピクセル毎に市松模様に配置し、画素群Ａ、画素群Ｂとした。Ｒｅｆ．につ
いても同様の構成で、緑色１色のみの６４０×４８０画素を配置した。また、図１４に本
実施例で用いた有機材料の化学構造式を示す。
【００７２】
　図３に示すように、画素膜厚に対する色度マップによると、緑色ＣＩＥｙの目標色度近
傍が極大値形状を有している。そのため、「輝度／ＣＩＥｙ」の値が膜厚バラツキに対し
て急激に変化しない領域に、画素群Ａ、画素群Ｂを設定した。具体的には、「輝度／ＣＩ
Ｅｙ」の極大値直上を跨ぐのではなく、等高線の等位線上の近辺を選んだ。このように、
輝度及び色度の双方を相補できるように考慮した。
【００７３】
　上述した有機ＥＬ表示装置は、以下に示す方法で作成した。まず、支持体としてのガラ
ス基板上に、低温ポリシリコンからなるＴＦＴ駆動回路を形成した。１画素の位置座標［
Ｘ（ｉ）、Ｙ（ｉ）］に対応した電流及び信号を制御供給できるように配線した。具体的
には、画素長辺に沿ってグランド線、信号線、共通電源線を配置し、画素短辺に沿って走
査線を配置した。その上にアクリル樹脂からなる平坦化膜を形成してＴＦＴ基板１０３と
した。
【００７４】
　さらに、この上に反射性金属のＡｇ合金（ＡｇＰｄＣｕ）を約１００ｎｍスパッタリン
グ法にて形成して反射電極１０４をパターニングし、透明導電膜のＩＴＯをスパッタリン
グ法にて７７ｎｍ形成して陽極層１０５をパターニングした。さらに、アクリル樹脂によ
り素子分離膜を形成し、陽極付き基板を作成した。これをイソプロピルアルコール（ＩＰ
Ａ）で超音波洗浄し、次いで、煮沸洗浄後乾燥した。その後、ＵＶ／オゾン洗浄してから
、有機化合物を真空蒸着により成膜した。
【００７５】
　洗浄された陽極層１０５上に、正孔輸送層１０６としてＦＬ０３を成膜した。画素Ａと
画素Ｂの膜厚を塗り分けるためにシャドーマスクを用い、画素群Ａの正孔輸送層として１
１０ｎｍ、画素群Ｂの正孔輸送層として１３０ｎｍを成膜した。この際の真空度は１×１
０-4Ｐａ、蒸着レートは、０．２ｎｍ／ｓｅｃであった。
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【００７６】
　次に、有機ＥＬ発光層１０７として、シャドーマスクを用いて、Ｇｒｅｅｎ発光層を成
膜した。Ｇｒｅｅｎ発光層としては、ホストとしてＡｌｑ３と、発光性化合物クマリン６
を共蒸着して４０ｎｍの発光層を設けた。蒸着時の真空度は１×１０-4Ｐａ、成膜速度は
０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件で成膜した。
【００７７】
　さらに、共通の電子輸送層１０８として、バソフェナントロリン（Ｂｐｈｅｎ）を真空
蒸着法にて１０ｎｍの膜厚に形成した。蒸着時の真空度は１×１０-4Ｐａ、成膜速度は０
．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。次に、共通の電子注入層１０９として、Ｂｐｈｅｎと
Ｃｓ2ＣＯ3を共蒸着（重量比９０：１０）し、２０ｎｍの膜厚に形成した。蒸着時の真空
度は３×１０-4Ｐａ、成膜速度は０．２ｎｍ／ｓｅｃの条件であった。
【００７８】
　この電子注入層１０９まで成膜した基板を、真空を破ること無しにスパッタ装置に移動
し、陰極層（透明陰極）１１０としてＩＺＯを成膜した。画素ＡのＩＺＯ膜は６０ｎｍ、
画素ＢのＩＺＯ膜は７０ｎｍとして成膜した。さらに、吸湿剤を内側に配した封止用ガラ
ス基板１１１を封止用接着剤で封着し、有機ＥＬ表示装置を得た。
【００７９】
　Ｒｅｆ．の膜厚値は、下記表１に示すように、正孔輸送層を１２０ｎｍ、陰極のＩＺＯ
膜厚を６５ｎｍとし、それ以外の膜厚については、画素Ａ、画素Ｂと同じである。
【００８０】
【表１】

【００８１】
　作製した有機ＥＬ表示装置において、１フレーム１６．７ｍｓｅｃにプログラミングさ
れた駆動信号を駆動ドライバに入力し、各画素回路から有機ＥＬ発光素子へ発光電流を供
給した。そして、画素群Ａ、画素群Ｂの各膜厚値における上限値、平均値、下限値と思わ
れる領域の発光を測定した。
【００８２】
　Ｒｅｆ．品と相補品の測定結果を、下記表２に示す。相補することで、膜厚バラツキに
対する輝度のバラツキ幅は１３．９％から１３．３％（対自己平均値でのバラツキ比）と
なり、色度のバラツキ幅はＣＩＥｘ：０．１０５から０．０８２と小さくなり、また、Ｃ
ＩＥｙ：０．０２６から０．０１４と小さくなった。この結果から明らかなように、膜厚
バラツキに対する輝度及び色度のロバスト性向上が認められた。
【００８３】
【表２】

【００８４】
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　＜実施例２＞
　実施例２における発光素子の作製方法、及び画像表示装置の構成は、実施例１に順ずる
ものである。ただし、画素Ａと画素Ｂは、図３のマップ図に示す１つの極値を挟むように
構成するのではなく、異なる２つの極値について設定した。そのため、（ＨＴＬ膜厚、Ｉ
ＺＯ膜厚）を下記表３に示すように、画素Ａ（１１０，６０）、画素Ｂ（１３０，２０５
）の組み合わせとした。本実施例においては、表示装置全画素の半分の陰極厚さを厚くす
ることで配線抵抗を下げる副次的な効果を狙った。
【００８５】
【表３】

【００８６】
　作製した有機ＥＬ表示装置において、１フレーム１６．７ｍｓｅｃにプログラミングさ
れた駆動信号を駆動ドライバに入力し、各画素回路から有機ＥＬ発光素子へ発光電流を供
給した。そして、画素群Ａ、画素群Ｂの各膜厚値における上限値、平均値、下限値と思わ
れる領域の発光を測定した。
【００８７】
　Ｒｅｆ．品と相補品の測定結果を、下記表４に示す。相補することで、膜厚バラツキに
対する輝度のバラツキ幅は１３．９％から１３．２％（対自己平均値でのバラツキ比）と
小さくなり、色度のバラツキ幅はＣＩＥｘ：０．１０５から０．０８５と小さくなり、Ｃ
ＩＥｙ：０．０２６から０．０１６と小さくなった。この結果から明らかなように、膜厚
バラツキに対する輝度及び色度のロバスト性向上が認められた。さらに、本実施例では、
陰極の配線抵抗を低下させたことによる消費電力の低下についても確認できた。
【００８８】

【表４】

【００８９】
　＜実施例３＞
　実施例３では、緑色素子のみに相補画素群（Ａ，Ｂ）を設定したＲＧＢフルカラーの画
像表示装置を作製した。パネルサイズは３”ＱＶＧＡ（１５０ｐｐｉ）で、横３２０ピク
セル×縦２４０ピクセル×３色のストライプ配列とした。発光面積のエリアは、各色の素
子分離膜、ＢＭ配置等の関係から４０％開口とした。発光素子の作製方法、及び画像表示
装置の基本構成は、実施例１に順ずるものである。下記表５に赤色素子の具体的な膜厚構
成を示し、下記表６に緑色素子の具体的な膜厚構成を示し、下記表７に青色素子の具体的
な膜厚構成を示す。
【００９０】
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【表５】

【００９１】
【表６】

【００９２】
【表７】

【００９３】
　作製した有機ＥＬ表示装置において、１フレーム１６．７ｍｓｅｃにプログラミングさ
れた駆動信号を駆動ドライバに入力し、各画素回路から有機ＥＬ発光素子へ発光電流を供
給した。そして、画素群Ａ、画素群Ｂの各膜厚値における上限値、平均値、下限値と思わ
れる領域の緑色発光を測定した。下記表８に、相対輝度と色度のバラツキ幅についての測
定データを示す。
【００９４】
【表８】

【００９５】
　Ｒｅｆ．品と相補品の測定結果を比較した。相補することで、膜厚バラツキに対する輝
度のバラツキ幅は１４．９％から１１．３％（３．６％減）と小さくなり、色度のバラツ
キ幅はＣＩＥｘ：０．１０７から０．０８２と小さくなり、ＣＩＥｙ：０．０５５から０
．０３８と小さくなった。このように、相補することにより、膜厚バラツキに対する輝度
及び色度のロバスト性向上が認められた。



(16) JP 2010-281953 A 2010.12.16

10

【００９６】
　このように、視感度の高い緑色の発光特性をロバスト化したＲＧＢフルカラーの画像表
示装置を作製することができた。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　ディスプレイやモニターに代表される画像表示装置のコストダウン施策において、マザ
ー基板の大型化は必至である。有機ＥＬ表示装置においてもこの流れは確実だが、有機Ｅ
Ｌ発光素子のような薄膜デバイスを大面積／均一に形成することは非常に難しい。しかし
本発明の画像表示装置によれば、新たな装置・技術を導入・開発することなく、歩留まり
を向上させることが可能となる。有機ＥＬ発光素子の製造課題を解決する技術として、展
開される可能性は極めて高い。
【符号の説明】
【００９８】
　１０１：画素Ａ、１０２：画素Ｂ、１０３：ＴＦＴ基板、１０４：反射電極、１０５：
陽極層、１０６：正孔輸送層、１０７：有機ＥＬ発光層、１０８：電子輸送層、１０９：
電子注入層、１１０：陰極層、１１１：封止用ガラス基板、１１２：画素膜厚Ａ１、１１
３：画素膜厚Ａ２、１１４：画素膜厚Ｂ１、１１５：画素膜厚Ｂ２、１１６：窒素雰囲気

【図１】

【図２】

【図３】
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